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子ビームに転写する方法である。申請者は高精度マスクを高精度加工ができる Si プロセスに着目して Si ウエハを用い
て製作し，さらに電子ビームによる Si マスクの熱歪にともなう描画精度劣化の問題をマスク構造を工夫して解決する
ことによって実現したものである。
高精度の電子ビーム測長を行うには装置校正用寸法標準試料が必要であるが，サブミクロン領域ではこれまで得られ
なかった。これをレーザ干渉露光法におよび異方性ウェットエッチングを用いることによって，世界初のサブミクロン
寸法標準として認定された標準試料の作製に成功している。さらにこれを用いて高精度測長を行い， 0.2μm/2μm 
の範囲において数ナノメートルの精度を得るとともに，さらに実際の半導体素子フ。ロセスの評価に適用して高精度化を
確認し，テ。ィープサブミクロン領域の半導体超微細加工フ。ロセスの評価に適用できることを示している。
このように本論文は電子ビーム用いたを超微細加工技術の高精度化を進展させ，半導体エレクトロニクス発展に大き
く寄与するものであり，学位(工学)論文として価値あるものと認められる。
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